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EF	  em	  semicondutores	  dopados	  
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Ee 

Região p Região n Junção 

Estabelecimento de uma junção pn.  
Contato íntimo entre regiões dopadas com tipo p e com tipo n.  
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	  	  	  	  	  	   	  região	  p 	  	  	   	  	  	  	  junção 	  	  	  	  	  	  	  	  	  região	  n 
	  

Junção	  p-n:	  diodo	  	  

Cuidado	  com	  as	  escalas!	  
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Cuidado!	  direção	  do	  
movimento	  dos	  e-‐!	  

Movimento	  de	  cargas	  até	  
igualar	  as	  EF 
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Região	  de	  depleção	  

	  
Íons	  fixos	  
	  

Junção	  p-n:	  diodo	  	  

Junção	  
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Diodo	  túnel	  

~	  10-‐8	  m	  

alta	  concentração	  de	  
dopantes	  
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Curva	  de	  um	  
diodo	  comum	  
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Absorção	  e	  emissão	  de	  luz	  	  

elétrons   
buracos  

→•

→⊕Banda	  de	  condução	  

Banda	  de	  
valência	  

Fóton	  
absorvido	  

Absorção	  e	  emissão	  de	  luz	  por	  semicondutores	  são	  processos	  análogos	  àqueles	  que	  
ocorrem	  em	  átomos	  isolados,	  com	  a	  diferença	  de	  que	  níveis	  atômicos	  são	  
subsXtuídos	  por	  bandas.	  

curva IxV	  de	  um	  
diodo,	  deslocada	  	  
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Laser	  de	  estado	  sólido	  	  
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Laser	  de	  estado	  sólido	  	  
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Transistor	  

Potencial	  de	  contato	  
entre	  n	  e	  p 

Um	  sinal	  aplicado	  à	  fonte	  Vb	  modula	  a	  
corrente	  entre	  o	  emissor	  e	  o	  coletor,	  que	  tem	  
valor	  muito	  mais	  elevado.	  Assim	  o	  transistor	  
funciona	  como	  amplificador	  de	  sinais.	  
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Física	  Nuclear:	  cronologia	  do	  início	  
Descoberta	  da	  RadioaXvidade	  (Becquerel) 	   	   	   	   	  1896	  
Separação	  química	  do	  Ra	  (Marie	  e	  Pierre	  Curie) 	   	   	  1898	  

Modelo	  atômico	  de	  Rutherford	   	   	   	   	   	   	   	  1911	  

Descoberta	  de	  isótopos	  (J.J.	  Thomson) 	   	   	   	   	   	  1912	  

Transmutação	  nuclear	  induzida	  (Rutherford) 	   	   	   	  1919	  

Aplicação	  da	  MQ	  à	  radioaXvidade:	  
–	  Decaimento	  α	  (Gamow,	  Gurney	  e	  Condon) 	   	   	   	  1928	  
–	  Decaimento	  β	  (Fermi) 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  1934	  
Descoberta	  do	  nêutron	  (Chadwick)	   	   	   	   	   	   	  1932	  
Hipótese	  n-‐p	  (Heisenberg) 	   	   	   	   	   	   	   	   	  1932	  
Descoberta	  do	  pósitron	  (Anderson)	   	   	   	   	   	   	  1932	  
Mésons	  e	  a	  força	  nuclear	  (Yukawa)	   	   	   	   	   	   	  1935	  
Descoberta	  do	  méson	  µ	  (Anderson	  e	  Neddermeyer) 	   	  1936	  
Descoberta	  do	  méson	  π	  (Powell) 	   	   	   	   	   	   	  1946	  
Quebra	  da	  paridade	  no	  decaimento	  β	  (Lee	  e	  Yang)   1956	  


